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Тема дисертації:
1. Вплив попереднього опромінення на преципітацію кисню і радіаційну стійкість кремнію для детекторів
ядерних випромінювань.

2. The preliminary irradiation influence on the oxygen precipitation and radiation hardness of silicon for the
nuclear radiation detectors.

Реферат:
1. Об'єкт дослідження: кінетика преципітації кисню в опроміненому Si, вплив попереднього опромінення на
радіаційну стійкість Si, характеристики детекторів ядерних випромінювань. Мета: дослідження впливу
попереднього опромінення на преципітацію O2 в Si та розробка методів підвищення радіаційної стійкості Si
для детекторів ядерних випромінювань. Методи досліджень: вимірювання оптичного поглинання у Si, ефект
Холла, вибіркове травлення, електронна мікроскопія , виміри спектрометричних характеристик детекторів.
Основні результати: в опроміненому нейтронами Si спостерігається прискорення преципітації O2 і при дозах
> 10 16н/см 2 процес преципітації визначається радіаційними дефектами. Oпромінення Si нейтронами з
наступним відпалом приводить до створення стоків для первинних радіаційних дефектів, що підвищує
радіаційну стійкість Si. Розроблені радіаційно стійкі детектори та p-і-n діоди для дозиметрії швидких



нейтронів з чутливістю більшою, ніж у відомих аналогів.

2. Object of investigation: kinetics of precipitation of O2 in irradiated Si, influence of a preliminary irradiation on
radiation hardness of Si, characteristics of detectors of nuclear radiation. Aim: investigation of influence of
preliminary irradiation on a precipitation of O2 in Si and development of methods of increasing of radiation
hardness Si for detectors of nuclear radiation. Methods: measuring of optical absorbtion in Si , Hall effect, selective
etching, an electronic microscopy, measuring of spectrometer characteristics of detectors. Main results: Si in
irradiated by neutrons acceleration of a precipitation of O2 is observed and at doses > 10 16 n/cm 2 process of a
precipitation is determined by the radiation defects. Irradiation Si by neutrons with the following annealing gives
in making sinks for initial radiation defects that raises radiation hardness of Si. Radiation stable detectors and p-і-n
diodes for fast neutrons with sensitivity of the greater than known analogs were developed.
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